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Антистоксова люминесценция ионов Ho3+ во фторидных кристаллах со структурой флюорита изучается с 60-х годов прошлого века [1,2,4]. Актуальность данных исследований вызвана возможным применением этих материалов в качестве визуализаторов инфракрасного излучения, квантовых счетчиков, активных сред для лазеров.
В настоящей работе представлены результаты исследования механизмов возникновения антистоксовой люминесценции  в ионах Ho3+ в кристаллах CaF2:Ho и BaF2:Ho при возбуждении на уровень 5I5 ионов Ho3+ лазерным инфракрасным излучением  с длиной волны 890нм.  Одной из особенностей фторидных кристаллов со структурой флюорита при легировании РЗ-ионами является образование в них кластеров, которые значительно влияют на механизмы, отвечающие за возникновение антистоксовой люминесценции в этих материалах. Исследованию антистоксовой люминесценции ионов Ho3+ во фторидных кристаллах при возбуждении на уровни 5I4, 5F5, 5S2, 5F3 посвящено значительное количество публикаций [1-3]. Однако в настоящее время практически отсутствуют работы, в которых исследовалось коротковолновое свечение при возбуждении на энергетический уровень 5I5  ионов Ho3+ лазерным излучением в ближнем ИК-диапазоне. При данном способе возбуждения были зарегистрированы спектры антистоксовой люминесценции ионов Ho3+ соответствующие переходам 5F3→5I8, 5F4(5S2)→5I8, 5F5→5I8 этих ионов в кристаллах CaF2:Hо и BaF2:Hо, что объясняет интенсивное свечение данных кристаллов в видимом диапазоне длин волн и возможность использования их для визуализации инфракрасного излучения. Для выявления механизмов ответственных за возникновение антистоксовой люминесценции ионов Ho3+ в материалах CaF2 и BaF2 были зарегистрированы кинетики разгорания и затухания люминесценции ионов Ho3+ с уровней 5F3, 5S2, 5F5 этих ионов. На основе анализа экспериментальных данных в работе предложены каналы заселения энергетических уровней ионов Ho3+ в кристаллах CaF2:Ho и BaF2:Ho при возбуждении на уровень 5I5 этих ионов. Проведен сравнительный анализ механизмов антистоксовой люминесценции в кристаллах CaF2:Ho и BaF2:Ho.
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